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HAFNTUM OXIDE LAYERS AND HAFNIUM OX YNITRIDE LAYERS OR ZIRCONIUM OXIDE LAYERS AND ZIRCONIUM
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(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON GELOSTEN HAFNTUMALKOXIDEN BZW. ZIRKONIUMALKOXIDEN ALS AUS-
GANGSMATERIALIEN FUR HAFNIUMOXID--UND HAFNTUMOXYNITRIDSCHICHTEN BZW. ZIRKONIUMOXID- UND
ZIRKONTUMOXYNITRIDSCHICHTEN

(57) Abstract: The invention relates to the use of a highly concentrated solution of one or more hafnium alkoxides as precursors for
hafnium oxide layers and hafnium oxynitride layers. The invention particularly rclates to the use of a 30 to 90 % by weight solution
OO of one or more hafnium alkoxides for producing hafnium oxide layers and hafnium oxynitride layers for CVD or ALD processes.
€7} The invention also concerns a method {or producing a hafnium oxide layer and hafnium oxynitride layer on an object to be coated,
©7) and to a hafnium alkoxide solution conlaining 30 to 90 % by weight of one or more hafnium alkoxides. In another embodiment of
— the invention, hafnium is replaced by zirconium in said compounds.
% (57) Zusammenfassung: Die vorlicgende Erfindung betrifft dic Verwendung einer hochkonzentrierten Lésung cines oder mehrerer
&= Hafniumalkoxide als Precursoren fiir Hafniumoxid- und Hafniumoxynitridschichien. Die vorliegende Erfindung betrifft insheson-
& dere die Verwendung einer 30 bis 90 Gew.-%igen Loisung eines oder mchrerer Hafniumalkoxide zur Erzeugung von Hafniumoxid-
"€ und Hafniumoxynitridschichien fur CVD- oder ALD-Verfahren. Dartiber hinaus betrifft die Erfindung cin Verfahren zur Erzeugung
einer Hafniomoxid- und Hafniumoxynitridschicht auf cinem zu beschichtenden Gegenstand sowie eine Hafniumalkoxidldsung, die
30 bis 90 Gew.-% eines oder mehrerer Hafniumalkoxide cnthill. In einer weiteren Ausgestalivngsform der Erfindung wird in den
genannten Verbindungen Hafnium durch Zirkonium ersetat.
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